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磁気緩和の大きさの指標であるダンピング定数 α はスピントロニクスデバイスの特性を決定づ

ける重要なファクタ－であり、応用の観点からは低ダンピングを有する金属材料が重要である。

一般的に金属中の磁気緩和は伝導電子が存在することで絶縁体に比べて大きくなる傾向にあるが、

近年、Fe1-xCox系において金属としては極めて小さなダンピングが実現することが報告された [1]。

この先行研究から、我々は Co と同じ族に属する Rh に置き換えても同様に低ダンピングが実現す

るのではないかと考え、FexRh1-x規則合金薄膜のダンピング定数を調査した。 

 分子線エピタキシー法により作製した FexRh1-x /MgO 薄膜をコプレーナー線上に置き、ベクト

ルネットワークアナライザを用いて透過特性（S21パラメータ）を測定し、強磁性共鳴測定を行っ

た。代表的な S21 パラメータのスペクトルを Fig. 1 に示す。FMR 由来の吸収曲線から半値幅 ΔH

を算出し、半値幅 ΔH を共鳴周波数に対してプロットした。半値幅は ΔH=(2π/γ) αintf+ΔH0で示され

るように周波数に依存する内因性ダンピング項(2π/γ) αintf と周波数に依存しない外因性ダンピン

グ項 ΔH0に分離することができる。分離した αint と ΔH0 の組成依存性を Fig.2 に示す。Rh の増加

に伴い、ΔH0は増加する一方で、αint は Rh 約 20%付近で極小値を取り、その値は~1×10-4 と極めて

小さい。 

ΔH0 の増加は、Rh の増加により薄膜内の磁気的な不均一性が増加したことに起因すると考えら

れる。 一方、αint が小さな値をとる起源は現在明らかではいが、Schoen らは、Fe1-xCox 系において

Co25%の組成で αint が極小値をとると報告しており [1]、今回の Fe1-xRhx 系と似た傾向を示してい

る。彼らは Co25%の組成においてフェルミ準位における状態密度が極小値をとることによって低

ダンピングが実現したと結論づけており、同様の原因により Fe1-xRhx においても低ダンピングが

実現した可能性が考えられる。 
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